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Czochralski-Silicon(Cz-Si) 단결정 성장로에서  
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대부분의 Silicon Wafer 제조사들은 Wafer의 대구경화가 진행됨에 따라 Silicon Melt에서 

Silicon Ingot을 생산하는 Czochralski법을 채택하여 개발 및 생산활동을 진행하고 있다. 생산성

의 증대를 위해 많은 양의 고체 Silicon을 녹여 담고, 회전 및 상하로 이동시키기 위해서 내구성

이 높은 석영도가니를 필요로 한다. 석영도가니의 내구성은 고온저압의 분위기에서 오랜 시간 

작업을 하여도 변형이 없는 성질이며, 내구성의 부족은 공정의 사고와 수율의 하락을 일으키는 

치명적인 원인이 된다. 즉, 고온에서 물리적 변형에 의한 용기의 파손은 공정사고를 일으키며, 

석영도가니 내벽과 Silicon Melt 사이에서 일어나는 화학적인 상변화는 공정수율을 떨어뜨린다. 

300mm Czochralski-Silicon 성장로에 사용되는 여러 종류의 석영도가니를 이용하여 물리적 변

형 및 화학적 상변화를 실험하였다. 내구성 증대를 위한 석영도가니 종류별 특징과 실험결과로

부터 향후 요구되는 석영도가니의 내구성에 대하여 고찰하였다.  


